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INTRODUCTION RESULTATS DES SIMULATIONS

Le projet ICE 3 porte sur les récentes avancées en microélectronique concernant ¢ Impact de la permittivité de la barriere dilectrique et de son €paisseur:
| " I nt é3Pr @k iarohitectures sont considérées comme une alternative

complémentaire a la traditionnelle lo1 de Moore.
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DESCRIPTION DE LA STRUCTURE DE TEST *La diminution de la permittivité de la barricre di¢lectrique de 4 a2etl > augment at |

de son ¢paisseur de 200 nm a 400 nm menent a une reduction des valeurs de la
conductance et de la capacite (22 % et 24% respectivement).

* Deux structures nous permettent d ° 0 b S et rquargtifier | ' e tluf @uplage C Effets de la conductivité du silicium:
capacitif et conductif a travers le substrat:
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conductif et capacitif plus faible.
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¢ Impact de la distance entre les deux series de TSV:
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MODELISATION HF ET EXTRACTION DES
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CONCLUSION ET PERSPECTIVES
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